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1. Si	  consideri	  un	  amplificatore	  di	  tensione	  con	  Av0=1000,	  fp=500	  Hz,	  Rin	  =	  2	  MΩ,	  Rout	  =	  100	  Ω.	  

Si	   reazioni	   l’amplificatore	   in	  modo	   da	   ottenere	   una	   resistenza	   di	   ingresso	   compresa	   tra	   10	  
MΩ e	  20	  MΩ,	   una	   resistenza	  di	  uscita	  maggiore	  di	  1.5	  KΩ.	   Si	   supponga	  che	   il	   carico	   sia	  una	  
resistenza	  RL	  =	  1	  KΩ.	   Si	   calcolino	  alla	   fine	   le	   resistenze	  di	  uscita	   e	  di	   ingresso	  ottenute,	   e	   il	  
limite	  superiore	  di	  banda.	  

	  

2. Supponiamo	  che	  per	  t<0	  la	  tensione	  Vi	  sia	  5	  V	  e	  
la	  tensione	  sulla	  capacità	  Vc	  =	  0	  V.	  All’istante	  t=0	  
la	   tensione	   Vi	   	   	   va	   a	   0	   V	   e	   rimane	   costante.	  
Calcolare	  dopo	  quanto	  tempo	  abbiamo	  Vc=2.5	  V,	  
sapendo	  che	  K	  =	  0.2	  mA/V2,	  VT	  =	  -‐2	  V,	  C=100	  nF.	  
Giustificare	  il	  procedimento.	  [Si	  supponga	  che	  la	  
carattestica	   del	  MOSFET	   in	   zona	   di	   saturazione	  
sia	   IDS=-‐K(VGS-‐VT)2/2,	   e	   in	   zona	   triodo	   si	   possa	  
scrivere	   IDS=K(VGS-‐VT)VDS

3.	  	  	  Con	  riferimento	  al	  circuito	  mostrato	  a	  lato,	  calcolare:	  	  

• il	  punto	  di	  riposo	  dei	  due	  transistori	  Q1	  e	  J1	  e	  i	  parametri	  del	  circuito	  di	  piccolo	  segnale	  
• la	  funzione	  di	  trasferimento	  a	  centro	  banda	  
• limite	  superiore	  di	  banda	  
Fare	  le	  seguenti	  ipotesi	  semplificative:	  

− Q1	  ha	  hoe	  nullo,	  J1	  ha	  rds	  di	  valore	  infinito	  
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